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摘要(译)

一种包含硅基高效发光材料的电致发光器件，采用杂质离子注入在硅基
二氧化硅薄膜里实现硅基材料的高效室温发光，包括：一p-型或n-型硅衬
底；一掺杂层，该掺杂层制作在硅衬底上，该掺杂层是在硅衬底上生长
的二氧化硅上用离子注入的方法形成的，该掺杂层是发光器件的有源
区；一n-型或p-型多晶硅层，该n-型或p-型多晶硅层制作在掺杂层上；一
二氧化硅隔离层，该二氧化硅隔离层生长在掺杂层和多晶硅层上；一电
极，该电极制作在n-型或p-型多晶硅层上；另一电极，该电极制作在p-型
或n-型硅衬底上；在二氧化硅隔离层表面留有一出光口。
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